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超短脉冲激光烧蚀 ＳｉＯ２材料的库仑爆炸模型理论分析
林晓辉　　任维松

（东南大学机械工程学院，南京 ２１１１８９）

摘要：基于动理论ＶｌａｓｏｖＰｏｉｓｓｏｎ方程，建立了超短脉冲激光引起的 ＳｉＯ２材料表面库仑爆炸烧蚀机理的理论模
型，计算了在多光子吸收与雪崩２种电离机制下材料中自由电子的非平衡态分布，并在此基础上定量分析了自
洽电场导致的材料表面库仑爆炸的机理及激光参数对材料表面烧蚀的影响．结果表明，在飞秒激光作用下自由
电子弛豫时间不是常数，而是与自由电子微观状态有关，表明弛豫时间近似模型在飞秒时间尺度下是不适用的．
理论模型的烧蚀深度数值计算结果在０～１ｐｓ脉宽范围均与实验吻合得较好．
关键词：超短脉冲激光；库仑爆炸；非平衡态分布；材料烧蚀
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